Si-Gleichrichter,

In=400 mA

BYX 60/50

bis

BYX 60/800

Ausfihrung Diffundierte Si-Gleichrichter-

zellen im Glas-Gehduse DO 7. Typen-
kennzeichnung durch weissen Farbring

vorlédufige Daten

2,7‘mux

[ W

0,55‘ max

"
oder aufgedruckten Klartext auf der % L‘”’__ 2
Katodenseite. min  max  min
DO 7 (0,2g)

Anwendung Fiir professionelle Anwendung.
Grenzwerte bei T;= 250C

BYX BYX BYX BYX BYX BY X

60/50 60/100 60/200 60/400 60/600 60/800
Gleichsperr- U 50 100 200 400 600 800 v
spannung
periodische Ugr |50 100 200 400 600 800 v
Spitzensperr-
Spannung
Nennstrom IN 400 mA
periodischer Ipg 1 A
Spitzenstrom
Stoss-Strom Ipg 2,5 A
it <10 ms
Lager- Tg -50...150 oC
temperatur
Betriebs- Ty -50...125 °c
temperatur
Wiarme- oc
widerstand
Sperrschicht/ Riypy [250
Luft
03. 71
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BYX 60/50
bis
BYX 60/800

Si-Gleichrichter, Iyy =400 mA

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Sperrstrom bei URR . Ig <1 HA
bei Ty=100°C <50
Durchlass-~ Ip=IN Up | <12 A%
Spannung
Sperrschicht- Ugp=2V_ |Cj |< pF
kapazitit
f=1MHz
Zulissiger Richtstrom
Ip={(Ty)
lu(mA)
400
N
300 \\
N
200 \
100 N\
0 50 100 150 oo
03.71
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1N 3900

z.B. 1N 3900 R)
Typenkennzeichnung in Klartext. 4 min

1N 3901

1N 3903
Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=20 A, t,.,.<200 ns BYX 63/600

vorliufige Daten
Ausfithrung Diffundierte Si-Gleichrichter- —-— 114 17 e ) -]
zellen im Metallgehiuse DO 5 me > max
- normale Ausfiihrung: Katode am Gehiuse —-n‘\gx*- __{
- inverse Ausflihrung? Anode am Gehéduse by ——/_[‘I:‘ .
(Kennzeichnung durch Buchstaben R, S E}Z £

) DO 5 (16,59)
Anwendung Professionelle Elektronik

Grenzwerte bei Tg=25°C

1N 3900 1N 3901 1N 3903 BYX 63/600
Scheitelsperr- Urw |100 200 400 600 v
spannung
periodische Urgr |100 200 400 600 A%
Spitzensperr-
spannung
mittl. Richtstrom Iy 20 A
bei TG <100°C
Stoss-Strom Irs 225 A
t<10 ms
Lagertemperatur Tg -65...175 °C
Gehduse- TG -65...150 °C
temperatur (1)
maximales M 0,2 kpm
Anzugsmoment

(1) Messpunkt: Mitte-Schliisselfliche des Sechskantgehiuses.

03.71
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1N 3900

1N 3901

1N 3903

BYX 63/600 Schnelle Si-Gleichrichter, Ig0=20 A,ty <200 ns

vorlidufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tg=25°C

Durchlass- Ip=20A Up <L4 \Z
Spannung N
bei Tg =100°C Ig u. Urw <15 v
Sperrstrom UR = URw Ig 50 KA
bei TG =100°C UR = URw <6 mA
Ip u. Upw <10
Sperr- Ip=1A tpr | <200 |ns
verzdgerungszeit Ipg< 3 A
Ug= 30V

Maximal zuldssiger
Richtstrom

Io(A)

20

0 50 100 150 200 T°O)

03.171
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1 N 3900

1 N 3901
1 N 3903
Schnelle Si-Gleichrichter, 15=20 A, t,. <200 ns BYX 63/600
(siehe FuBinote b)
1A R— 1,
(siehe Fufinote a) 30
SOwW
0V == WF
l + Ausgang (siehe Fuinote d und Bild 1c)
/ \pF (siehe Fuinote c)
]>— R 120w
Bild la
IF ) ird
fet——t  p ——] et rr——— ]
extrapoliert
/
Py /
v T T 7
/,
Bild 1b {y I Bild tc § Ig

MeBbedingungen nach JEDEC fiir
die Sperrverzégerungszeit trr

Fussnoten

a) Quecksilberrelais:

b) R,

Ly

¢) Spannungskonstantquelle:

d) Oszillograph:

Tastkopf: Teilerverhiltnis: 1:10
L=0,5uH
C=3...12 pF
R=9 MQ
03. 71

Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwirtssirom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 us)

Regelwiderstand: 30 Q/25 W
Einstellung: 1,2 Q

Induktivitat: 30 uH

Innenwiderstand <0,5 Q
IF =1 A wird durch Verdnderung der Versorgungs-
spannung eingestellt

0...30 MHz
Eingangsimpedanz: 1Q2/8 pF




Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=30 A, tyrr<200 ns

1 N 3910
1 N 3911
1 N 3913
BYX 64 /600

vorldufige Daten

Ausfithrung Diffundierte Si-Gleichrichter- Jre e el By
zellen im Metallgehduse DO 5 ) e
- normale Ausfilhrung: Katode am Geh#use ! o ™ K
- inverse Ausfiihrun}: Anode am Gehduse L1 ——rtd __//'_#_\—1 5
(Kennzeichnung durch Buchstaben R, s s £
z. B. 1 N 3910 R) %—(
Typenkennzeichnung in Klartext. 4 min
DO 5(16,59)

Anwendung Professionelle Elektronik
Grenzwerte bei T =25°C

1 N 3910 |1 N3911 |1 N 3913 |BYX 64/600
Scheitelsperr- Urw 100 200 400 600 A%
sSpannung
periodische Ugrr 100 200 400 600 v
Spitzensperr-
spannung
mittl. Richtstrom Ip 30 A
bei T, <1000C
Stoss-Strom IFS 300 A
t1<10 ms
Lagertemperatur Tg -65...175 oc
Gehiuse Tg -65...150 oC
temperatur (1)
maximales M 0,2 kpm
Anzugsmoment -

(1) Messpunkt: Mitte-Schliisselfliche des Sechskantgehiuses.

03,71
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1 N 3910
1 N 3911
1 N 3913
BYX 64/600 Schnelle Si-Gleichrichter, Ip=30 A, t,,<200 ns

vorliaufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei T, = 25°C

Durchlass- Ig= 30 A UF <1,4 v
Spannung h
bei T =100°C Ipu. Ugwy <L5
Sperrstrom Up=Urw iIg <50 HA
bei T, =100°C Ur=URw <6 mA
Ip u. Upw <10
Sperr- Ip=1 mA tpp | <200 |ns
verzégerungszeit Igg< 3 A
Ug= 30V

Maximal zuldssiger
Richtstrom
Ip={(Tg)

Ig(A)

40

30

g \

0 50 100 150 200 Tgl°Ch
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1 N 3910

1 N 3911

1 N 3913
Schnelle Si-Gleichrichter, I5=30 A, trr <200 ns BYX 64/600

(siehe FuBnote b)
1A Ri— L,

[siehe FuBnote a)
-_1 30
S50W
30v —.""_ WWF
+ Ausgang (siehe FuBinote d und Bild 1c)
.__J pF (siehe FuBinote c)

I_ R 12 0W
Bild la _L
I | Ig \
et—— r r —— -t ———
extrapoliert
/
AN /
\/ t 7
/
/
Bild 1b Y Ig Bild 1c { IR

Meflbedingungen nach JEDEC fiir
die Sperrverzégerungszeit ter

Fussnoten

a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwértsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 us)

b) Ry Regelwiderstand: 30 /25 W
Einstellung: 1,2 Q

L Induktivitat: 30 uH

¢) Spannungskonstantquelle: Innenwiderstand <0,5 Q
Ip =1 A wird durch Verédnderung der Versorgungs-
spannung eingestellt.

d) Oszillograph: 0...30 MHz
Eingangsimpedanz: 1 Q/8pF

Tastkopf: Teilerverhiltnis: 1:10
L=0,5uHd
C=3...12 pF
R=9 MQ
03.71
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Schnelle Si-Gleichrichter, I0=30 A, trr <100 ns

BYX 657100
BYX 65/200
BYX 65/400

Ausfithrung Diffundierte Si-Gleichrichter-
zellen im Metallgehduse DO 5
- normale Ausfiihrung: Katode am Gehiuse |

vorldufige Daten

N4 12
max max

lea- 10w~

ot

max

- inverse Ausfiihrungs Anode am Gehiuse

]
max

(Kennzeichnung durch Buchstaben R, s — fan g
z.B. BYX 65/100 R) TZ}J__’
Typenkennzeichnung in Klartext. 4 min
DO S (16,5g)

Anwendung Professionelle Elektronik
Grenzwerte bei Tq =25°C

BYX 65/100 BYX 65/200 | BYX 65/400
Scheitelsperr- URw 100 200 400 A%
spannung
periodische URR 100 200 400 v
Spitzensperr-
spannung
mittl, Richtstrom Ip 30 A
bei Tg<100°C
Stoss-Strom IFS 300 A
t<10 ms
Lagertemperatur Tg -65...175 °C
Gehiuse- Tg -65...150 °C
temperatur (1)
maximales
Anzugsmoment M 0,2 kpm

(1) Messpunkt: Mitte-Schliisselfliche des Sechskantgehiuses.

03. 71

705



BYX 65/100
BYX 65/200
BYX 65/400 Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=30 A, trr <100 ns

vorliufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tg=25°C

Durchlass- Ip= 30 A UF <1,5 A%
Spannung =

Sperrstrom Ug = URw IR <80 HA
bei Tg =100°C <10 mA
Sperrver- Ip=1A tyr <100 | ns
zogerungszeit Ug= 30V

Maximal zuldssiger
Richtstrom
In=1(Tg)

1o(A)

40

30

10 \
\

0 50 100 150 200 TC°C
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Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=30A, tyy <100 ns

BYX 65/100
BYX 65/200
BYX 65/400

I 1

(siehe FuBnote b)
1 Ly

1A R
— 1 2
—J —R ° hr

(siehe FuBnote a)

30
/1

30v _'J' \uF

r 1
T :
) \uF -[- (siehe FuBnote c)

L —
SoOwW

Ausgang (siehe FuBnote d und Bild ic)

R 1Q)0W

Bild 1la -L
IF ) e d
lalt———t p p ——m "_t"_.
extrapoliert
/
N /
\/ t /
/
/
Bild 1b Y Ig Bild lc | Ig

MeBbedingungen nach JEDEC fiir
die Sperrverzdgerungszeit ton

Fussnoten

a) Quecksilberrelais:

b) Ry

L

c) Spannungskonstantquelle:

d) Oszillograph:

Tastkopf: Teilerverh&ltnis: 1:10
L=0,5uH
C=3...12 pF
R= 9 MQ
03.71

Schaltirequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwirtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 us)

Regelwiderstand: 30 Q/25 W
Einstellung: 1,2 Q

Induktivitdt: 30 uH

Innenwiderstand <0,5 Q
IF =1 A wird durch Verdnderung der Versorgungs-
spannung eingestellt

0...30 MHz
Eingangsimpedanz: 1Q/8 pF

707



Schnelle Si-Gleichrichter, Ip=12 A, t,..<500 ns

BYX 66/400
BYX 66/600
BYX 66/800
BYX 66 /1000

vorldufige Daten

Ausfiilhrung Diffundierte Si-Gleichrichter- [ 1,5 -fa-10,28 -wfu- 9 —m
zellen im Metallgehduse DO 4 i I max
- normale Ausfithrung: Katode am Gehiuse L= 1 *_
- inverse Ausfithrungs Anode am Geh&use b | m—— Ry e
(Kennzeichnung durch Buchstaben R, } L7
z.B. BYX 66/400 R) DO 4439) '
Typenkennzeichnung in Klartext.
Anwendung Professionelle Elektronik.
Grenzwerte bei Tg =25°C

BYX 66/400 | BYX66/600 | BYX66/800 | BYX 66/1000
Scheitelsperr- Ugw |400 600 800 1000 v
spannung
periodische Uggr |400 600 800 1000 v
Spitzensperr-
spannung
mittl. Richtstrom I 12 A
bei T <100°C
Stoss-Strom IFS 150 A
t1<10 ms
Lagertemperatur Tg -65...175 oC
Gehduse- Tg -65...150 oc
temperatur (1)
maximales M 0,2 kpm
Anzugsmoment

(1) MeRBpunkt: Mitte-Schliisselfliche des Sechskantgeh&uses.

03.71
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BYX 66/400
BYX 66/600
BYX 66/800
BYX 66/1000 Schnelle Si-Gleichrichter, I =12 A, t;»<500 ns

vorliufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tg= 25°C

Durchlass- IF =12 A UF <L5 v
Spannung N

Sperrstrom UR B URW IR <25 HA
bei T5=100°C  Ugr=Urpw <3 mA
Sperrver- Ip=1mA |t.. (<500 |ns
zbgerungszeit Ug= 30V

Maximal zuldssiger
Richtstrom '

IolA)

,, \
2 \

0 50 100 150 200 T5i°C0)
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BYX 66/400
BYX 66/600
BYX 66/800
BYX 661000

Schnelle Si-Gleichrichter, 1712 A, trp <500 ns

(siehe FuBinote b)
1A Ri— 1,

— ] 2 rr, .
(siehe FuBnote a)

[ 30
i —___J
50w
30V == WF
b+ Ausgang (siehe Fufinote d und Bild Ic)
4 1oF = (siehe Fufinote c)

°— R 110W

I_

Bild 1a
IF | i
jeat—— U p —— ] foaat—— b ———
extrapoliert
//
N e -
\ 4 t /
/,
Bild 1b ¥ Ig Bild 1c ¥ Ig

MefBbedingungen nach JEDEC fiir
die Sperrverzdgerungszeit t,.,.

Fussnoten

a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwértsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 us)

b) Ry Regelwiderstand: 30 /25 W
Einstellung: 1,2 Q

Ly Induktivitdt: 30 uH

c) Spannungskonstantquelle: Innenwiderstand <0,5 @
Ig=1A wird durch Verinderung der Versorgungs-
spannung eingestellt

d) Oszillograph: 0... 30 MHz
Eingangsimpedanz: 1Q/8pF

Tastkopf: Teilerverhiltnis:1:10
L=0,5uH
C=3...12 pF
R=9 MQ
03.71
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BYX 67/400

z.B. BYX 67/600 R)
Typenkennzeichnung in Klartext.

BYX 67/600
BYX 67/800
Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=30 A, t,.,.<500 ns BYX 67/1000
vorldufige Daten
Ausfiihrung Diffundierte Si-Gleichrichter- = e 12 e g e
zellen im Metallgehiuse DO 5 * o mex
- normale Ausfiihrung: Katode am Gehiuse 10 -~
- inverse Ausfilhrun}: Anode am Gehiuse ! = ___/;L—“!
(Kennzeichnung durch Buchstaben R, s — 2 :Z E

& min

DO 5 (16,5g}
Anwendung Professionelle Elektronik.

Grenzwerte bei Tg*= 250C

BYX67/400 | BYX 67/600 |BYX67/800 |BYX 67/1000

Scheitelsperr- Upw 400 600 800 1000 A%
spannung

periodische UgrR 400 600 800 1000 v
Spitzensperr-

spannung
mittl. Richtstrom Iy 30 A
bei T;<100°C

Stoss-Strom Ipg (300 A
t<10 ms

Lagertemperatur Tg -65...175 oC
Gehéduse- Te |-65...150 oC
temperatur (1) '

maximales M 0,2 kpm
Anzugsmoment .

(1) MeBpunkt: Mitte-Schliisselfliche des Sechskantgehiuses,

03.71
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BYX 67/400

BYX 67/600

BYX 67/800

BYX 67/1000 Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=30 A, t..<500 ns

vorldufige Daten

Allgemeine Kennwerte bei Tg=25°C

Durchlass- TF=30A Ugp [<L5 v
Spannung s

Sperrstrom Ug=URpw R <80 KA
bei TG=100°C UR=Upw <10 |[mA
Sperrver- Ip=1mA tpy |[<500 |mns
zbgerungszeit Ug= 30V

Maximal zuldssiger
Richtstrom
Io=1(Tg)

Io(A)

40

30

. \
10 \

0 50 100 150 200 Tg°0)
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BYX 67/400
BYX 67/600

"BYX 67/800
Schnelle Si-Gleichrichter, Ig=30 A, t,.<500 ns BYX 67/1000

(siehe FuBnote b)
1A R T~

(siehe FuBnote a) 10
50w
0V = \WF
+ Ausgang (siehe Fufinote d und Bild Ic)
._-] pF {siehe Fufinote c)

I— R 120w
Bild la
IF i)
-t rr ——— r—trr———
extrapoliert
/
A — /
A4 t 7
/
/,
Bild 1b V Ir ’ Bild 1c¢ ‘ Ir

MegBbedingungen nach JEDEC fir
die Sperrverzdgerungszeit t,...

Fussnoten
a) Quecksilberrelais: Schaltfrequenz 50 Hz
Schaltstellung 1: Vorwéirtsstrom (Zeitdauer 9,25 ms)
Schaltstellung 2: Sperrstrom (Zeitdauer 750 us)
b) Ry Regelwiderstand: 30 Q/25 W
Einstellung: 1,2 Q
Ly Induktivitat: 30 uH
¢) Spannungskonstantquelle: Innenwiderstand<0,5
Ip=1 A wird durch Verénderung der Versorgungs-
spannung eingestellt
d) Oszillograph: 0...30 MHz
' Eingangsimpedanz: 1Q/8pF
Tastkopf: Teilerverhdltnis: 1: 10
L=0,5uH
C=3...12 pF
R=9 MQ
03,71
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Si-Epitaxial-Planar-Diode

BZX 62

Ausfiihrung Silizium-Diode in Epitaxial-
Planar-Technik im Glasgehduse DO 35.
Typenkennzeichnung durch Farbringe
oder durch aufgedriackten Klartext und
schwarzen Farbring auf der Katoden-
seite.

Anwendung Als Stabilisatordiode.

Grenzwerte bei T{=25°C

O,SS’ max

—

Z‘max

L]

min max
DO 35 (0.5g)

4—25—-—]

min

Sperrspannung Ur 2 v
Durchlass-Strom I 150 mA
Durchlass-Spitzenstrom Ipg 250 mA
Verlustleistung Pyt 250 mW
Sperrschichttemperatur Tj 150 °C
Lagertemperatur Tg -65...200 |[°C
2.70
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Si-Epitaxial-Planar-Diode

BZX 62

Allgemeine Kennwerte bei Ty=25°C

Durchlass-Spannung Ip=1mA Ur |0,580...0,680 A%
T Ip=2mA 0,605...0,705
Ip=5mA 0,650...0,750
Ip =10 mA 0,675...0,775
Ip=20 mA 0,710...0,810
I =100 mA <1,000
Sperrstrom Ugp=2V Ir <1 MA
Sperrschichtkapazitét Ugr=0V Co [<2 pF
f=1MHz
Durchlasskennlinie
g =f(UF)
Ig(mM) -
7717
II 7
[ /
H A
1)/
/!
2
vy
min /| [ Imax
10’ .l 1 .I
-
17
1
5 I Il’-’

~
.
p—]
e e

0 02 04 05 OB UV

12.70
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Si-EPI-Z-Diode 1,3 W BzZX 85 C

vorlédufige Daten

Ausfilhrung Si-Lokal-Epitaxial-Z-Diode . 234
im Glasgehduse DO 15. Katode durch ‘;\:c ! —
Farbring gekennzeichnet. Kennzeichnung I

der Diode durch Aufdruck ESM, BZX 85 ESadz’*m*
Spannung und rotem Katodenring auf min min

hellblauem Grund. DO1S

Anwendung Si-Z-Diode mit besonders
scharfem Abbruch der Sperrkennlinie,
niedrigen Sperrstrémen, geringem Rauschen
und hoher Stabilitédt fiir Standard- und profes-
sionelle Anwendungen.

Grenzwerte bei Ty = 250C

Maximale Verlustleistung Piot ™ |13 w
Lagertemperatur Tg -55...150 [°C
Sperrschichttemperatur Tj 150 oC
Wiarmewiderstand oC/W
Sperrschicht/Luft Ripy (<97

¥ AnschluBdrahte in 4 mm Abstand vom Gehiuse auf 25°C gehalten

02.71

607



BZX 85 C Si-EPI-Z-Diode 1,3 W

vorlaufige Daten

Grenz- und Kennwerte bei TU= 25°C

Nenn- Durchbruch- |dyn. Widerstand
Spanrung |spannungs-
bereich
- Iz=1z meR I7 meg bei

Uz(V) Uz (V) rz(Q) (mA) ryp(Q) |Izg(mA)
BzX 85 C 3V 33,3 3,1...3,5 10(<20) |80 <400 1
BZX 85 C 3V 6/3,6 3,4...3,8 8(<15) |60 <500 1
BZX 85 C 3V 9(3,9 3,7...4,1 8(<15) |60 <500 1
BZX 85 C 4 V 3|4,3 4,0...4,6 7(<13) 50 <500 1
BZX 85 C 4V 7(4,7 4,4...5,0 5(<13) |45 <600 1
BZX 85 C 5V 15,1 4,8...5,4 5(<10) |45 <500 1
BZX 85 C 5 V6[5,6 5,2...6,0 4(<7) 45 <400 1
BZX 85 C 6V 2/6,2 5,8...6,6 2(<4) 35 <300 1
BZX 85 C 6V 8/6,8 6,4...7,2 1(<3,5) | 35 <300 1
‘BZX 85C 7V 51,5 7,0...7,9 1(<3) 35 <200 0,5
BZX 85 C 8 V 2[8,2 7,7...8,7 2(<5) 25 <200 0,5
BZX 85 C 9V 19,1 8,5... 9,6 2(<5) 25 <200 0,5
BZX 85 C 10 10 9,4...10,6 3(<T) 25 <200 0,5
BzX 85C 11 1 10,4... 11,6 3,5(<8) | 20 <300 0,5
BZX 85 C 12 12 1,4...12,7 4(<9) 20 <350 0,5
BZX 85 C 13 13 12,4... 14,1 5(<10) |20 <400 0,5
BZX 85 C 15 15 13,8...15,6 6(<15) [15 <500 0,5
BZX 85 C 16 16 15,3... 17,1 6(<15) |15 <500 0,5
BZX 85 C 18 18 16,8... 19,1 8(<20) |15 <500 0,5
BZX 85 C 20 20 18,8... 21,2 10(<24) [ 10 <600 0,5
BZX 85 C 22 22 20,8... 23,2 12(<25) |10 <600 0,5
BZX 85 C 24 24 22,8...25,6 12(<25) |10 <600 0,5
BZX 85 C 27 27 25,4... 28,6 15(<30) {10 <750 0,25
BZX 85 C 30 30 28,4...31,6 15(<30) |10 <1000 0,25
BZX 85 C 33 33 . 131,3... 34,5 18(<35) |10 <1000 0,25

*Impulsweise gemessen: tp <100 ms

02. 71
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Si-EPI-Z-Diode 1,3 W

BzX 85 C

Grenz- und Kennwerte bei TU =259C

vorlidufige Daten

Sperrstrom Z-Strom Z-Stromsto | TK der U, |Durchlag-
- t<10 ms bei Iy spannung
1-.=200mA
bei F
IRWA) Ug(V)|Iz max  |I,q(mA) TK (10"4/°C)| Up (V)

BZX 85 C 3V 3 |40 1 -6,5 <1
BzZX 85 C 3V 6 |20 1 -6,5 <1
BZX85C3V 9 |10 1 23,5 <1
BZX 85C4V3 |3 1 -4,5 <1
BZX8C4V T |3 1,5 <210 <1050 2 <1
BZX85C5V1 |1 2 <200 <980 2 <1
BZX 8 C5V 6 |1 2 <180 <890 3 <1
BzX 85 C6V2il 3,8 <160 <800 4 <1
BzZX85C6V8 |1 4 <150 <730 4,5 <1
BzX85C 7TV 5 |1 4,5 <135 <660 5 <1
BzX 8 C8V2 |l 5 <120 <610 5,5 <1
BzX85C9V1 |1 6,5 <110 <550 6 <1
BzZX 85 C 10 0,5 7 <100 <500 6,5 <1
BzX85C 11 0,5 7,7 <90 <450 7 <1
BzX 85 C 12 0,5 8,4 <85 <410 7 <1
BZX 85 C 13 0,5 9,1 <77 <380 7,5 <1 -
BzX 85 C 15 0,5 10,5 <67 <330 7,5 <1
BZX 85 C 16 0,5 11,2 <62 <310 8 <1
BZX 85 C 18 0,5 12,6 <55 <2175 8 <1
BzZX 85 C 20 0,5 14 <50 <250 8 <1
BZX 85 C 22 0,5 15,4 <45 <225 8,5 <1
BZX 85 C 24 0,5 16,8 <42 <205 8,5 <1
BzX 85 C 27 0,5 18,9 <37 <185 8,5 <1
BzZX 85 C 30 0,5 21 <33 <165 8,5 <1
BzX 85 C 33 0,5 23,1 <30 <150 8,5 <1
02.71
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BZX 85 C . Si-EPI-Z-Diode L3 W

vorlaufige Daten

Zuldssige
Gesamtverlustleistung
Pior = H(Tyhr
Piot(W)
12 \
N
10 \\
\
08 A\
06
\
0,4 \\
N\
02 \
N\
0
0 50 100 Ty (°C)

02, 71
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